
これからの未来を担う

新ワイドギャップ酸化物材料Ga2O3
Gallium Oxide : 

Novel Wide Band-Gap Oxide Material for Future Generation
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β- Ga2O3単結晶：込めた思いと今後の期待

垂直ﾌﾞﾘｯｼﾞ万法によるβ-Ga2O3結晶成長

準安定相酸化ｶﾞﾘｳﾑのﾊﾗｲﾄﾞ気相成長

(Al,Ga)2O3混晶系の現状について

ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ市場の現状と酸化ｶﾞﾘｳﾑ系ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽの可能性

ｺﾗﾝﾀﾞﾑ構造α-Ga2O3のﾃﾞﾊﾞｲｽ化への展望

Ga2O3電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発の現状と展望～ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ、そして～

招待講演（敬称略）

酸化ガリウム(Ga2O3)は5.0 eV近いバンドギャップを有する材料です。
過去このような広いバンドギャップを有する材料は絶縁体として利
用されてきましたが，最近の伝導性の操作などから半導体としての
応用が着目されるようになってきました。本シンポジウムでは，
Ga2O3の基板および薄膜について，結晶の性質，成膜特性，作製技

術，理論物性，不純物ドーピング，基礎特性から応用特性に関する
講演をして頂いただき，聴講者に酸化ガリウムに関する知識をより
深めて頂ければという思いから開催に至りました。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。


